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Table 1  Device Summary 

Category Synchronous Step-Down Converter (Silent Switcher)

Product Name LT8640-1

Manufacturer Linear Technology

Package Type 18-LEAD PLASTIC QFN

Package Marking 551 LGVT J098

Die Marking LT Ⓜ 2013 8640 DC

Die Size 1.63mm X 2.80mm = 4.56mm
2

Process Type BiCMOS

Layers 2Poly－3Metal (薄膜抵抗あり)

Minimum Gate Length 0.5um
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 本報告書の目的は、リニアテクノロジー社のDC-DCコンバータLT8640-1の発振器並びにメインループの
回路解析を行い  LT8640-1より実装されたスペクトラム拡散変調がどのような回路構成で実現しているか、
またそれがどのように他の回路に関与しているかを明らかにすることである。 

  また、別レポートのLT8610の回路解析結果と本結果の比較も行う。 

 

※ 弊社ではLT8610、 LT8614、 LT8640-1のプロセス構造における比較レポートも販売しておりますので、 

   お問い合わせください。 

 

 

Fig. 1-1  Analysis Area   

1-1. 目的 

※LT8640-1 仕様書より抜粋 

発振回路 

メインループ 

1.  解析目的と比較結果 

： 発振回路 

：メインループ 

Poly-Si Layer 

＊レイアウトについては次頁を参照 
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Fig. 2-2  Package (Bottom View)  

●1Pin 

Fig. 2-1  Package (Top View)  

2. PKG Analysis 
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Side View 

*Packageの表面側から観察 

Plan View 

●1Pin 

Fig. 2-3  X-Ray  

※Flip-Chip 実装である 
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Fig. 2-4  QFN Package Cross-section (OM image) 

Fig. 2-5  QFN Package Cross-section (Zoomed up OM image) 

Fig. 2-5 
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Fig. 2-6  QFN Package Cross-section (SEM image) 

Fig. 2-7 
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Fig. 2-7  QFN Package Cross-section (Zoomed up SEM image) 
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Fig. 2-9  QFN Package Cross-section  

(Zoomed up cross-sectional SEM image showing Cu-pillar) 
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Fig. 2-8  QFN Package Cross-section  

(Zoomed up cross-sectional SEM image showing SW-pin lead) 

Fig. 2-9 
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Fig. 3-1  Die Size (3rd Metal Layer) 

Fig. 3-2  Die Marking 

●1Pin 

3.  Overview 



LTEC CORPORATION 

Linear Technology , Synchronous Step-Down Converter (Silent Switcher) , LT8640-1 

Page of 15 132 

Fig. 3-3  Die Overview (3rd Metal Layer) 



LTEC CORPORATION 

Linear Technology , Synchronous Step-Down Converter (Silent Switcher) , LT8640-1 

Page of 16 132 

Fig. 3-4  Die Overview (2nd Metal Layer) 
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Fig. 3-5  Die Overview (1st Metal Layer) 



LTEC CORPORATION 

Linear Technology , Synchronous Step-Down Converter (Silent Switcher) , LT8640-1 

Page of 18 132 

Fig. 3-6  Die Overview (Poly-Si Layer) 



LTEC CORPORATION 

Linear Technology , Synchronous Step-Down Converter (Silent Switcher) , LT8640-1 

Page of 19 132 

＊Refer to Datasheet 

1:BIAS 

Fig. 3-7  Pin Assignment (Top View) 

Fig. 3-8  Pin Assignment (X-Ray) 
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Fig. 3-9  Pin Assignment (Die Overview) 
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※Flip-Chip 実装のため、X線写真とはピン配置が左右反転になる。 

 

※1:VIN1と13:VIN2はチップ内部で電気的に接続しているため、 回路図上ではVIN1の表記で統一。 

※6,7：GND1と10,11:GND2はチップ内部で電気的に接続しているため、回路図上ではGND1の表記で統一。 
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layout Symbol Cell Name 

Fig. 4-1  MOS-Transistor 
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Fig. 4-3  LDMOS-Transistor2 
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layout Symbol Cell Name 

Fig. 4-5  HVMOS-Transistor2 
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Fig. 4-7  HVMOS-Transistor4 (ESD Protection) 
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Fig. 4-8  Bipolar-Junction-Transistor (NPN-Type)  
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※Fig. 10-1のみで使用。 

   回路上の接続関係から抵抗と判断した。 

   A-B間で1個の抵抗とみなし、直列に7個接続し  

   ているものと判断。 

   より正確に判断するためには断面解析が必要。 
(1Metal Layer) 

(Poly-Si Layer) 

Rn 

Rn 
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Fig. 4-16  Poly-Si / Insulator / Diffusion Capacitor 
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※Fig. 9-2、Fig. 9-4-1 で使用。 

   左のレイアウトを素子と判断しないと回路の接続が 

  不自然にフローティングになる箇所が生じるため、  

   配線のレイアウトから容量を形成していると判断した。 

   左の素子について、より正確に判断するためには、 

  断面解析が必要。 

※Fig. 9-4-1 で使用。 

   左のレイアウトを素子と判断しないと回路の接続が 

  不自然にフローティングになる箇所が生じるため、  

   配線のレイアウトから容量を形成していると判断した。 

   左の素子について、より正確に判断するためには、 

  断面解析が必要。 
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Fig. 4-20  Cell Parameters 

・論理ゲートセル 

・抵抗セル 
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res1 
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W= RW 

L= RL 

M= 1 

セル名 

セル内部の直列接続抵抗の数を示す。 

※2 直列接続数3以上の抵抗セルも同様 

res1-2s-p 

INTVcc, BST, VIN1 

GND, GND1, SW ※1 他の論理ゲートも同様。 
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5. Analysis Area 
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Fig. 5-1  Analysis Area 

Table3  Function 

No. Function Fig.

3 Error Amplifier Block Fig. 7

4 Oscillator Block Fig. 8

5 Control Logic and SW Driver Fig. 9

6
Current Det and Slope Comp

VIN1 Level Detector
Fig. 10, Fig. 12

7 Negative Current Detect Block Fig. 11
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Fig. 5-2  Functional Block Diagram (vs Datasheet) 
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